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フェルミ電位
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pn接合の接触（ビルトイン）電位
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pn接合の空乏層幅
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フラット・バンド電圧
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閾値電圧
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高周波Ｃ－Ｖ測定から基板不純物密度算出
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基板電圧印加による閾値電圧
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閾値電圧の温度依存性
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(1) B. Jayant Baliga, Fundamentals of Power Semiconductor Devices, p.25, Springer Science + Business Media, 2008.
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ピンチオフ電圧
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α1の計算

SBV


0

1
2

1





温度は室温とする。

を求めよ。の場合のとで、構造の前記 12V0VMOSFETMOS SBV

V 2at     186.1

V 0at     326.1

1

1





SB

SB

V

V





演習：４端子MOSトランジスタ

11



ドレイン電流（線形領域と飽和領域の電流）
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弱反転領域のゲート・スウィング
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(1) B. Jayant Baliga, Fundamentals of Power Semiconductor Devices, p.25, Springer Science + Business Media, 2008.
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温度依存性を持たない飽和電流
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短チャネル効果（電荷配分）
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演習：微細化による特性への影響



飽和領域のgmとgsd
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演習：低中間周波動作


